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Résumé  
 
Le polissage mécano-chimique des tranchées d’isolation de dioxyde de silicium est une étape 
critique dans le processus de fabrication des puces électroniques. Il consiste à polir la couche de 
dioxyde de silicium au-dessus des zones actives, zones où sont implémentés les transistors, afin de 
les isoler électriquement.  
En outre, il est essentiel d’avoir une bonne gestion de la planéité sur l’ensemble de la plaque, de 
minimiser le creusement du dioxyde de silicium au centre de la tranchée d’isolation, et finalement, 
de respecter les spécifications en termes d’épaisseur de dioxyde de silicium.  
Dans ce contexte, il est important de maîtriser cette étape, notamment en mettant en place des 
outils de contrôle du temps de polissage, qui prennent en compte les variations des paramètres de 
la plaque et de l’équipement.  
Les travaux présentés concernent l’étude du signal optique de détection d’arrêt du temps de 
polissage du matériau dioxyde de silicium. L’objectif est, d’une part, de mettre en évidence 
l’influence des paramètres de l’environnement de polissage sur le signal optique.  
D’autre part, le but est d’apporter des solutions techniques aux problématiques liées à l’utilisation du 
contrôle par interférométrie. 
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